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ARAHAN KEPADA CALON:

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM (6) muka surat

bercetak dan ENAM (6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab mana-mana LIMA (5) soalan sahaja

Agihan markah bagi soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagal peratusan daripada
markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan.

Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia
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Cartalir berikut (Rajah l) menunjukkan langkah-langkah asas dalam pembuatan
proses CMOS telaga-p.

substrate

Mask�
- channel

+
oxidation ion-implant n-type

, +
photomask (p-well) Mask n-channel

, ,
ion-Implant & drive-in

ion-imPI;' p-type sID

+
photomask Anneal/drive-in

+ +
Mask (threshold adjust) Photomask (contacts)

+ +
ron-implant (n-channel) Deposit a1umiruum

+ +
Mask (threshold adjust) Photomask (aluminium)

, +
IOn-Implant (p-channel) Alloy

+ �
DepOSIt polysihcon CVD overglaze

t t
Photomask (gates) Photomask (final contacts)

Rajah l
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Lukiskan struktur CMOS yang dihasilkan daripada langkah-langkah di alas

Terangkan secara kasar proses-proses pengoksidan, topengfoto, penanaman

ion, 'drive-in', penopengan (selaras-ambang) dan endapan polysihcon
menggunakan gambarajah yang sesuai

(20 markah)

2. Terdapat beberapa teknologi semikonduktor dengan berbagai kebaikan dan

keburukan. Terangkan teknologi-teknologi proses dwikutub, MOS dan GaAS

menurut butir-butir berikut-

(i) berbagai jenis dari teknologi tersebut

(ii) kebaikan dan keburukan

(iii) kegunaan utama

(] S markah)

Pada satu carta, bandingkan teknologi-teknologi di alas menurut parameter

parameter berikut.-

(i) saiz/kekompleksan
(ii) kelajuan
(iii) lesapan kuasa

(5 markah)

3. (a) Buat perbandingan Jalan kerja di antara logik ingatan stank dan dinamik

(dengan ilustrasi)
(]O markah)

(b) Litar-litar logik dinamik tidak dibuat dalam teknologi dwikutub,

terangkan sebab-sebabnya.
(2 markah)
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(c) Dalam rekabentuk suatu unuy ingatan DRAM, didapati bahnwn,

lengahnn pIldll dUWlI1 pilih bansnn polisilikon adalah terlalu besar, dun

adl�lth dicadangkan supayu dawai itu dilebarkan untuk mengurangkan

1IIIII\ngllll SCtJIIll AdlIkah 1m boleh IItllU tidak menyelesaikan masuluh

lcugnhan tcrsebut Adakah 1111 boleh mendatangkan kesan buruk kepada
lil my mgntnn? Terangkan

(8 marknh)

.J Program SUPREM berikut menerangkan suatu proses(II )

('lTU': EXAM

GIU[) YMAX 4, DPTII-l, DYSI"O,()l

�IIBS I·:I.I�M-P, (,ON("'IEI�, ORNT�III

PIH NT III; AD· y

PLOT TOTI. Y, WIND·' I

.sTI�P TYPI: PDI:P, TI£MP tHO. TIME�'45, ELEM ...n, CONC- JE20

PI.Ol ron ,- Y, WIND-'4

STEP TYPE OX!!), T1�MP' 1100, TIME-4�, M()I)L"'DI�Y l

I'.NI>

lcrangkan pi oses yang dunaksudkan Benkun secara terperinci panuuetcr

PIIllIlIIl'lc..'1 vang drgunakan Juga, rurnslkan keputusan yang bukul

dihnsrlkan lutn drlnksanakan

(8 marknh)

(b) Terangkan Iuktor-faktor penimbang bugi rekabentuk ASIC menggunnkun
unplernentasi berikut -

(I) PLD

(II ) [�"l.D

(ru) Gutc Arruy
(IV) Sl'I piawut dun 'Silicon Compilers'

( 12 markah)
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(n) Terangkan tiga JOnlS bonding Crp-dan-Dawni benkut -

(i) Bonding DUWUI Thermocomprcssron'
(u) Bonding Dawni "I'hermosomc'

(Iii) Bonding Dawai 'Ultrasonic'

Berikan kebaikan/kekurangan uap-uap satu

(8 markah)

(b) Teknologi Penghimpun Komponen (Component assembly technology)
bermula dengan 'through-hole technology' (Tl ll) Dengan kchungkunn
'surface-mount technology' (SMT). sulu pertarungan suduh pun bermuln

Tulis esei mengenui CIri-CIri usus uap-uap teknologi tersebut Hunt

perbandingan keburkan dan keburukan di antnm keduanya

( I � markah)

Adalah suatu prinsip asas rekabentuk sistem elektronik buhawn scmukm jauh lt,

melahn lintasan kesepaduan sistem (system integration path), muka adalah leblh

mahal untuk menggantikan komponen yung mempunyai ralat Sebagai contoh

perhatikan jadual dI bawah mi

Pennakl' penCIUUllll ralat Kos �llnlJ8U

Oio

Cip terbungkus
PCB

$0 10

$1.00

$10 00

$10000

$1000.00

$$$$$$$$$$

Sistem semasu pembuatan
System dalam operasi

Ci p gagal semasa penerbangan
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Terangkan secara terperinci strategi-strategi yang mungkin dilaksanakan pada
peringkat prc-Iabrikasi dan post-fabrikasr Huraikan apakah dia konsep
Rekabentuk -untnk-keterujian (Design-for-Testabi lity)

(20 markah)
•
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